DYREKTOR
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
OGLASZA KONKURS NA STANOWISKO
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
w Zaktadzie Analizy Nanostruktur Potprzewodnikowych

Zakres tematyczny prac wykonywanych na zajmowanym stanowisku

obejmuje charakteryzacije metodami elektrycznymi ztfozonych heterostruktur
potprzewodnikowych oraz realnych struktur przyrzadoéw, wigczajac réwniez te, dziatajgce w
oparciu o kwantowe efekty rozmiarowe.

Oczekiwania wobec kandydata:

w ogolnosci wymagana jest znajomosc¢ fizyki przyrzaddéw potprzewodnikowych,
doswiadczenie w charakteryzacji ztacz Schotkyego oraz ztacz p-n w ztozonych
heterostrukturach pétprzewodnikowych wykonywanych klasycznymi  metodami
pomiaru pradu, pojemnosci i kondunktancji w funkcji napiecia, | (C, G)-V, w szerokim
zakresie czestotliwosci i temperatury (od temperatur helowych do 750 K).
Umiejetnos¢ charakteryzacji jakosci zlgcz (wyznaczanie parametrow zigcz p-n,
tranzystorow bipolarnych, tranzystoréw MIS, warstw tlenkowych) i niejednorodnych
rozktadéw koncentracji domieszek i swobodnych nosnikéw na podstawie danych
eksperymentalnych oraz ich interpretacji w oparciu o0 modelowanie wynikow.
Wymagana jest praktyczna znajomo$¢ jezykdw programowania wyzszego rzedu. Np.
zaawansowanie w rozwigzywaniu réwnan transportu przy uzyciu pakietéw do obliczen
numerycznych FlexPDE firmy PDE Solutions Inc. oraz Mathematica firmy Wolfram
Research.

szczegoblnie wymagane jest doswiadczenie w charakteryzacji stanéw skwantowanych
i standéw defektow w podtprzewodnikowych strukturach niskowymiarowych
zaawansowang, wieloparametryczng spektroskopig admitancyjng z uwzglednieniem
nowych technik eksperymentalnych wykorzystujgcych napieciowg i temperaturowg
pochodng pojemnosci rézniczkowej ztgcz. Nieodzowna jest biegtos¢ w symulacji
danych eksperymentalnych uzyskiwanych tymi technikami w odniesieniu do stanéw
energetycznych w kropkach i studniach kwantowych.

umiejetno$¢ prezentacji wynikdw prac badawczych na forum miedzynarodowym
(konferencje, czasopisma). Biegtos¢ w jezyku angielskim w mowie i piSmie.
wymagane jest zaangazowanie w szkolenie nowej kadry naukowej w zakresie
prowadzonych prac.

Wymagane dokumenty:

kopia dokumentu tozsamosci,

odpis dyplomu doktora habilitowanego najlepiej w dziedzinie elektroniki,
zyciorys,

spis osiggnie¢ naukowo-badawczych (publikacje, patenty, udziat w projektach
naukowo-badawczych),

opinia dwdch pracownikéw naukowych posiadajacych tytut naukowy profesora lub
stopien naukowy doktora habilitowanego,

na prosbe komisji konkursowej publiczna prezentacja przez kandydata wynikow
swoich prac,

oswiadczenie o akceptacji warunkéw konkursu do celéw rekrutacii,
oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Tryb i termin skiadania ofert:

Dokumenty nalezy skiada¢ w Dziale Spraw Pracowniczych ITE (02-668 Warszawa,
al.Lotnikéw 32/46, bud.VI, pok.215) do dnia 23 lutego 2012 r.

Rozstrzygniecie konkursu:

Rozstrzygniecie konkursu nastapi do dnia 8 marca 2012 r.



